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Jednostupnove tranzistorové zesilovace

SE SK SB \ /

Tri zakladni typy zapojeni

SS SD SG &'
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Jednostupnové tranzistorové zesilovace s
bipolarnim tranzistorem

Linearizovany model tranzistoru pro zapojeni SE
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Jednostupnové tranzistorové zesilovace s
bipolarnim tranzistorem

Linearizovany model tranzistoru pro zapojeni SK
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Prepocet prvki matice H
Hp —» Hg

h11K — h11E

hy1k = —(1 + hy1E)
hik =1 —hyp =1

h22K — h22E
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Jednostupnové tranzistorové zesilovace s
bipolarnim tranzistorem

Linearizovany model tranzistoru pro zapojeni SB
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Jednostupnové tranzistoroveé zesilovace s

bipolarnim tranzistorem
Prepocet prvki matice H Hgy - Hp
hi1e . hug
1+ hy1p + Dyp — hyzp 1+ hygg

hllB —

S Dyg — hi2e _ Dyg — hq2g
12B = =
1+ hy1p + Dyg — hyop 1+ hyqp
ho o Dy — hazg . hag
1B 1+ hy1p + Dyg — hyop 1+ hyqp
haok haok
hyop = =

1+ hy1g+Dyp—hyzp 1+ hyyg
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Jednostupnové tranzistorové zesilovace s
bipolarnim tranzistorem

Vstupni impedance tranzistoru
- vztah pro vypocet ziskame primou aplikaci obecného vztahu pro vypocet vstupni
impedance dvojbranu
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Jednostupnové tranzistorové zesilovace s
bipolarnim tranzistorem

Vystupni admitance tranzistoru

- vztah pro vypocet ziskame primou aplikaci obecného vztahu pro vypocet vystupni
admitance dvojbranu
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Jednostupnové tranzistorové zesilovace s
bipolarnim tranzistorem

Vystupni napéti zesilovace
- Ubytek napéti na zatézovaci admitanci Y}
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Jednostupnové tranzistorové zesilovace s
bipolarnim tranzistorem — priklad vypoctu

V zapojeni se spolecnym emitorem

Prvky matice H:

hyges 3000 Q
hl

h21E = 200 C
h,,. = 300 pS v

o tUcc

Hodnoty soucastek: ||

R,= 18000 Q, R, = 56000 Q Rg

R =2200QQ, R =470 Q
Ug R
u,=0.1V,R = 6000 d

R,=3300Q
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Jednostupnové tranzistorové zesilovace s
bipolarnim tranzistorem — priklad vypoctu

V zapojeni se spolecnym emitorem

Linearizovany model

& 558 § e

hysel, hoel
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Jednostupnové tranzistoroveé zesilovace s
bipolarnim tranzistorem — priklad vypoctu

V zapojeni se spoleCcnym emitorem

Reseni

ha1E-R12E

ZINT = hllE — 215 12k 3000 Q . 1 1 1 _1_
ha2e+YL Zin = (ZINT + Ry + R_b) =3333Q

-1 _1
h ‘h 1
ZourT = (h225 — ,flle:ZZgE) =3333Q Zour = (YOUTT + R_c) =1325Q
. 1 1\ Ay =2 =63
Uy = —ly - h22E+R_C+R_Z =-—-5.1V 4 U,

Video ukazka vypoctu
https://drive.google.com/file/d/1UhZPXkHkKOZrivaP8ILnnHglYILrH5nh/vi

o
ew?usp=sharing
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Jednostupnové tranzistorové zesilovace s
bipolarnim tranzistorem — priklad vypoctu

V zapojeni se spolecnou bazi . HUcc

Prvky matice H:
hip=120

h,e=2,2-10""

h

218~ -0,9_96 _o_| |_-|:
= 107°S

Hodnoty soucastek:

Uy @ o
R.,=500Q, R.,=4700Q E2 = R, | Uy
R, = 27000 Q, R,= 12000 O

R.=33000 Q
u, = 10 mV

R,= 68000 Q
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Jednostupnové tranzistorové zesilovace s
bipolarnim tranzistorem — priklad vypoctu

V zapojeni se spolecnou bazi

Linearizovany model
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Jednostupnové tranzistorové zesilovace s
bipolarnim tranzistorem — priklad vypoctu

V zapojeni se spolecnou bazi
Reseni

. hz1p-h12B
Zint = hi1p — m =1250Q

-1
Zourr = (hZZB - %) = 738.39 kQ

1 1\*
u2=—i2'<h223 +R_C+R_Z> =3.44V
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1 1
Zin = Rey + (== +
IN E1 Rg>  ZINT

)_1= 62.4Q

1 -1
ZOUT = (YOUTT + R_C) = 31.59 kQ



Jednostupnové tranzistorové zesilovace s
bipolarnim tranzistorem — priklad vypoctu

. . +U
V zapojeni se spolecnym kolektorem ? ° CC

Prvky matice H: R

h,,;=2200Q h,c=hye=2200 Q
hp,=0 hp=1-hpe =1
h,.=199 h -(1+ h,,¢) =-200 CV
h,,. =350 puS h,, = h,,c =350 uS

Hodnoty soucastek:

Cy
R |
R,= 68000 Q, R, = 22000 Q g 1
R, = 1200 Q J u
u,=1V,R =8000 Q q,l g H Ry Re Rz [*2

R,=2000Q
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Jednostupnové tranzistorové zesilovace s
bipolarnim tranzistorem — priklad vypoctu

V zapojeni se spolecnym kolektorem

Linearizovany model
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Jednostupnové tranzistorové zesilovace s
bipolarnim tranzistorem — priklad vypoctu

V zapojeni se spolecnym kolektorem
Reseni

ZINT - hllK - M - 34545 Q

hook+Y]

Noptk-hizk T
21K "t12
ZOUTT == (hZZK - h11K+Zg ) == 30 5 Q

1

~1
1
Vour = _iz . <h22E + R_ + R_Z> =0.55V
e
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7 —(i+i+i)_1—1122kn
IN = ZINT Ra Rp S

1 -1
ZOUT = (YOUTT + R_e) = 36.37 Q



Jednostupnové tranzistoroveé zesilovace s
bipolarnim tranzistorem — shrnuti vlastnosti
jednotlivych zapojeni

_ Mald a7 stiedni  Velmi velkd Velmi mald
Velkd Velmi mala Velmi velka
_ Velké <1 Velmi velké
_ Velké Velké <1
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